NPN-Transistor fir VHF-Endstufen BFX 55
in Antennenverstarkern

BFX 55 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Gehause 5 C 3 DIN 41873
(TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehaduse elektrisch verbunden. Der Transistor BFX 55
ist besonders flr den Einsatz in VHF-Endstufen in Antennenkanal- und Breitbandverstéarkern
geeignet.
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Typ [ Bestellnummer = Jr«' -
S
BFX55 |  Q60206-X55 r
re-135%1 -1 86g) =
Gewichtetwa 1,5g MaRe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 40 Vv
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 60 Vv
Emitter-Basis-Spannung Ugso 3,56 \Y
Kollektorstrom Ic 400 mA
_ Basisstrom Is 100 mA
Sperrschichttemperatur T; 175 °c
Lagertemperatur T: —65 bis +175 | °C
Gesamtverlustleistung (7 < 45°C) Piot 2,2 w
Wiéarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Renou < 220 K/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehduse Ringe =60 K/W

MeRschaltung fir Leistungsverstarkung f = 200 MHz
www.datasheetcatalog.com

(Kiihlung des Transistors durch aufgesteckten Radiator mit R, = 30 K/W)

L; 1WdgO0,5 CuLS

L, 3 Wdg 6,5 2 Windungsabstand 1,5 mm 1 & vers. Cu
Lz 20 Wdg 0,5 CulLS auf Siferritkern B63310-A3004—X025
transformierter Lastwiderstand R, = 450 Ohm
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SIEMENS BFX 55

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo = 40 V) Icso =50 nA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

(Icss = 100 pA) Usricss > 60 \Y
Stromverstarkung (Ic = 50 mA; Uge = 5 V) B 30 bis 160 —_—
Dynamische Kenndaten (7y = 25°C)

Transitfrequenz (Ic = 50 mA; Uce = 15 V) fr 700 MHz
KurzschluR-Riickwirkungs-Kapazitat

(Ice=1mA; Uce=10V; f=1 MHz) —Ci2e 2,5 (< 3,5) pF
Leistungsverstarkung in Emitterschaltung

(f = 200 MHz; R_ = 450 Q; sieche MeBschaltung)

(Ic = 40 mA; Ucg = 25 V) Ve 16 dB
Ausgangsspannung an 60 Q

(Ic =40 mA; UCB =25V; d[M = 30 dB) UAeff 24 \'

Temperaturabhingigkeit der
zulassigen Gesamtverlustleistung
Pior = F (T); Ren = Parameter
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BFX 55

SIEMENS
Kollektorstrom I = f (Ugg) Ausgangskennlinien I = f (Ucg)
Uce =2V; Ty = Parameter I = Parameter
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Ausgangskennlinien Ic = f (Ucg) Ausgangskennlinien I = f (Uc¢)
Iy = Parameter Uge = Parameter
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SIEMENS

BFX 55

Sattigungsspannung Ucgeor = f (Ic)
Sattigungsspannung Ugggae = f (Ic)
mA B =20
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Transitfrequenz fr = f (I¢c)
Uce = Parameter
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Temperaturabhangigkeit des
Reststromes Icgo = f (Ty)
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